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I EUV-Tochnotoov 



1 Technisches Gebiet V . 

Die Erfindung betrlfft ein Testsystem fur photoempfindliche Lacke fur die 
1 • HalbleiterHerstellung mit Extrem Ultravloletter Strahlung (Weilenlange ca: 

13.5 nm; Quantenenergie ca. 92 eV). 

2 . Stand der T8Chnik (ErganzendeBeitr&gk werden von den Miterfindern von INFINEON nachQellQfett). 

Die Phbtolithographi© hat traditionell eine enfge Verwandtschaft zur 
Photographie und zu Druckverfahren, die auf der photographischen 
Obertragung von Strukturen auf Druckpiatten basieren. Daher werden 
photoempfindliche Schichten (Photolacke bzw. Photoresists) einfach durch 
Belichtung mehrerer Felder charakterisiett Dabei werden entweder elnzelne 
Felder sequentiell mit unterschiedlichen Strahlungsdosiswerten oder parallel 
beiichtet wobel In letzerem.Fail kalibrierte Abschwacher (Graukeil) oder 
Filterplatten fur unterschiedliche Strahlungsdosen fur die einzelnen Felder 
fuhrem Qraukeile bestehen ublicherweise aus transparenten Trager, die 
unterschledlich dicht mit absorblerenden oder reflektierenden Partikel belegt 
sind. Dabei sind die Bedlngungen ao angepaBt, daft sich die 
Strahlungsdosis auf dem Photolack hinter den Absorbern zu einer 
homogenen Verteilung ausmittelt 

Seit Anfang der 90-er Jahren 1st die Halbleiterindustrie gezwungen, 
zunehmend kurzere Wellenlangen fur die Herstellung immer kleinerer 
Strukturen und damit immer leistungsfahigerer Halbleiterelemente (Speicher, 
CPUs) einzusetzen. Diese Entwicklung wird durch die Begriffe g-Line, i-Line, 
UV, DUV, VUV und EUV Lithographie erkennbar, bedeutet aber eine 
zunehmende Verklelnerung der Bellchtungswellenlange bis hln zu 254 nm: 
UV, 193 nm: DUV; 157 hm: VUV; 13 nm: EUV. Diese Schritte erfordem 
immer eine Anpassung der Testsysteme fur die Photolacke. Einerseits 1st die 
Abstrahlcharakteristik der verwehdeten Quellen unterschiedlich (g- und Mine 
i tehrmischer Emttter. von Strahlung; UV, DUV, VUV : User und EUv : 
thermisch emittierendes Plasma). Andrerseits muB das transrnittierende . 
Material an die Weilenlange angepaBt werden bzw, rieue Absorber 
verwendet werden. ( 

Der Schrltt von VUV zu EUV 1st In jeder Beziehung radikal. EUV wird extrem 
y , stark von Materie absorblert; Die absorblerenden Teilchen mQBten urn 

mindestens eine GrfiBenordnung kleiner werden und die gesamte 
Technologie muB unter Ultra-HochvakuumbedingungjBn.durchgefQhrt . 
werden. Daher 1st auch fur EUV-Resistbelichter eine vollstandig neue 
" " '* Technologie erforderllch. Einen Ansatz dazu bletet der in unserem 
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Erfindungsgedanken gefundene Losungsweg. Im folgenden wird versucht 
din Stand der f echnlk Problemrelevant zusarnmenzufassen, 

2.1 BellehtertradHlonellarWelloniangen(x.B.DUV) 

• ■ E s wird sine Belichtung mehrerer Felder parallel, W^*^^ 1 u 
iTserstrahlung. durchgefuhrt. Dabel 1st jades Feld mit einem indwlduellen- 
Ser vereehen dessen Transmission durch eine Kalibrationsmessung 

zB ein Tail der Strahlung mit einem teildurchl&ssigen Spiegel ausgekoppelt 
w*d Be^ 

Feld mit der gleichen Quelle unterschiedllch lange bellchtet. Der 
StrahlungsfluB der Quelle wird (iber einen ausgekoppelten Te.lstrahl 
bestimmt. 

> 

2.2 Reslatbellchtunrf lm EUV 

Die wesenttichen Unterschiede des Spektralbereiches der EUV Strahlung zu 
UV (248 nm), DUV (193 nm) , VUV (1S7 nm) sind: 

1 .) Die Lichtquelle ist kein Laser sondern ein thermtech emittierendes 

fHm lelstungsstarke Belichtung ist ein aufwandiger, kostenlntensiver 
Kondensor erforderlioh. 

2 \ Es sind nur EUV-Quellen kleiner Leistung fur Laboranwendungen 
' vJrSgba^ ^ Sese basieren auf der Erzeugung eines dichten und heiOen .. 
(> 200 000" C) Plasmas. Derartlge Quellen emittieren die Strahlung nur 
in sehr kurzen Pulsen (typischerweise 1 00 ns) mit sehr genngen 
Repetitionsraten (typisch 10 - 1000 Hz). 

3 ) Qenau abgestufte Abschwacher lassen sich nur extrem aufwandig 
fertigen. Aufgrund der absorblerten Strahlungsleistung muB mit starker 
• Degradation derartiger Filter gerschnet werden. 

Plasma emittiert im allgemeinen im Qegensatz zu Lase ^ ^ breitoandig 
d.h. neben der erwunschten EUV Strahlung auch DUV. VUV und U \\f , die 
ebenfails zur Resistbelichtung beitragen kdnnten. Daher muB zusatzlich 
ein spektraler Filter eingesetzt werden. . 

Fur EUV Strahlung gibt es keine effektiven Bandpassfilter 

Ale ideale - sehr stabile - Quelle zur Erforschung der Technologie 
werden sogenannte EUV-Strahlrohre an Synchrotron-Spelcherringen 
(z B BESSY II) eingesetzt die monochromatisierte EUV Strahlung 
anbieten. Derartlge Quellen emittieren ebenfails sehr kurze 
Strahlungspulae (< 1 ns); jedoch mit Wiederholfrequenzen von einigen 
MHz, so daB diese Quellen haufig als quasi-cw-Quellen bezelchnet 
werden. 



4.) 



6.) 
6.) 



Pfltintonro'olrfuno 
Vorrlchtung und Vortahren *ur 



PR" H.OKT. 15:48 U3N:PA KPII KOHI 



' +49 841 1 29634 



•AN:DPPI- 



verteaulich 



Surtd dv fechnA (Fr^aiendc Baliayc 
wcrdcn von Jai MiterJindefn voo 
INHNEON McMfcfnit). 



An EUV-Strahlrohren an Synchrotron-Speicherringen warden zum Tost yon 
Photolaoken entweder einzelne Felder sequentiell belichtet (s.o.) oder 
mehrere parallel, wobei ein schnell umlaufendes VerschluGrad die Funktion 
eines Graukeils Obernimmt und die einzelnen Feider unterschiedlich lange 
der'Strahl.ung aussetzt. Dieses Verfahren ist nur fur sehr stabile quasi-cw 
Quetlen anwendbar. 



2.2.1 Produktlon Stepper / Scanner 





Das prinzipieile Verfahren zur Ubertragung von Halbleiterstrukturen auf 
Photolaqke ist der sogeriannte Uthographie Stepper bzw. Scanner, In den 
Konzeptan fur die EUV-Lithographie sammelt eine Uchtsammeloptik • 
(sogenannter Kondensor) bis zu 2 Sterad Raumwinkel der Quellenemission. 
Diese EUV Strahlung wird parallelisiert und auf die Mask© gelenkt. Die 
Maske wird mit ejnem optlschen System bestehend aus 5^10- 
Vielschichtspfegel auf die belackte Halbleitersoheibe verkleinert 

Der Ehisatz eines derartigen Systems-alleine fur die Tests der Photolacke 
ware viel zu aufwandig. 

2.2.2 Mlkro-Bellchter 1 

Sogenannte HMikro-Belichter" werden entwickelt, urn die grundsatzlichen 
Eigenschaften des Zusammenwirkens der beim Lithographieprozess 
involvierten Komponenten zu testen. Diese Systeme sind klelne 
Annaherungen an einen Lithographiescanner. Die Unterschlede sind: 

• JeistungsschwSchere Quelle .und damit geringer Durchsatz, diese 

• Systeme kommen daher mit einer Quelle gerlngerer Leistung aus; 

• gerihger aufgesammelter Raumwinkel und damit einfacherer 
Kondensor; 

■ kleines Bildfeld und damjt einfacheres und kompakteres optisches 
System (weniger Spiegel). 

Trotz der erheblichen Vereinfachung ist auch dieses -System noch sehr 
aufwSndig vergiichen mit der angestrebten Losung. Dazu kommt, da0 ein 
derartiges System fQr EUV-Strahlung frGhestens Endo 2004 zur Verfugung 
stehen wird. . ~ . ' 

2.2.3 Mit verfiigboren Laborquellen Kleiner Lelstung 

Es ist bekannt/daB riiit verftigbaren Laborquellen kleiner Lelstung - meist 
Versuchsaufbauten oder Forschungsgerate - verschiedene 
Belichtungsversuche durchgefGhrtdurohgeftihrt wurden, Dabei wurde immer 
jeweils nur ein einzelnes Feld beMohtet, also das sequentiell© Verfahren ■ 
eingesetzt. 1 ' 
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3 > Darsteljung der Erfindiing 





Der Erflndung liegt das technische Problem zugrunde mit einer EUV- 
Laborstrahlungsquelle niedriger Leistung m6glichst effektiv Photolacke so zu 
belichten, dass 

. 1 .) Die Beiichtung mit einer Laborqueile stattfiriden kann, die geeignete 
Strahlung mft den geforderten Eigenschaften auch uber lango 
Betrlebsdauer zuveriassig bereitstellt 

2. ) Die Beiichtung nur mit EUV-Strahlung stattfindet 

3. ) Verschmutzung der zu belichtenden Probe und der optlschen Elemente 
. . vermieden wird, 

4. )* Degradation der optischen Elemente durch EUV-Bestrahlung keinen 

EinfluB auf das erzielte Ergebnis hat 

5 k .) Die Beiichtung mehrerer Felder mit unterschiedlicher Dosis in moglichst 
kurzer Zeit mfiglich ist 

6. ) Die Beiichtung in den einzelneh Feldern sehr homogen 1st. 

7. ) Die Belichtun&sdoeis parallel zur Beiichtung mdglichst absblut bestimmt 

wird, so daft die Beiichtung mit genau festlegbaren Dosiswerten erfolgen 
kann. 

». 

8. ) Die zu belichtenden Felder so angeordnetfcind, daB der Abstand von 

Quelle zum Wafer; der notig ist, urn alie Felder mit der geforderten 
Homogenitat zu beieuchten onoglichst minimal ist, so daB ein mdglichst 
groBer Raumwinkelder thermischen Emission das Plasmas auch ohne 
Kondensor genutzt warden kann, 

9. ) Die Mpriitordetektoren so angeordnet sind, dass auch sie hinreichend 

gut beleuchtet werden, 

1 ° ) Das System mSglichst kostengunstig 1st,' d.h. bhne 

^ufwandige Optiken auskommt. 

11.) 



auskommt 



Das System mit mfiglichst wenigen aktiven Elementen 



Dieses technische Problem wird durch die in Anepruch 1 angegebenen 
Merkmale gelost. Vortetlhafte Ausgeistaltungen sind in den Unteranspruchen 
angegeben. 

ErfindungsgemSB wurde erkannt, daB die Aufgabe dadiirch geiast warden 
kann, daB • . ' ~ 
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1. ) eine plasmabasierfe Quelle z.B. nach dem HOT Prlnzip eingesetzt wird. 

2. ) die Emission dleser EUV Quelle niedriger Leistuhg m6glichst effektiv fur 

die Belichtung der einzelnen Felder genutzt wird. 

3. ) Der Abstand von der Quelle so grdO gewahit wird, daB'die Ausleuchtung 

der einzelnen Felder hinreiphend homogen ist. 

4. ) Bel der Einschrankung der spektralen Anteile, die zur Belichtung 

beitragen, moglichst wenig der gewunschten'EUVStrahlung verloren 

geht . 1 

* f » 

Der zweite Punkt wurde dadurch geiast daB die Belichtung der einzelnen 
Felder parallel erfolgt. Dies wurde dadurch erreicht, 

a) da0 alle Felder parallel belichtet werden, bis einzelne Felder nach . 
Errelchen der Zieldosis. verschlossen werden: Dadurch wird ein 
EffektivrtStsgewInn um eihen Faktor von nahezu N erzielt, wobei N die 

. . Anzahl derzu belichtenden Felder ist 

b) DaB die rSumliche Anordriung der zu belichtenden Felder und der 
Dosismonltore so gewahit wird, daB der Abstand zur Quelle moglichst 

. klein bleibt Dies laBt sich nur durch eine flachige Anordnung erzlelen. 

c) DaB Dosismonitore eingesetzt werden, die sich nahe am zu belichtenden 
Photolack befinden und die nlcht verschlossen werden, so dass nach 
elner vorher durchgefuhrten Kalibration die exakte Belichtungsdosis 
einzelner Felder stattfindetbestimmt werden kann. , 

d) DaB mit Losung b) Abstinde mfiglich werden, die auch fDr einzelne 
Felder erforderlich w&ren, um die geforderte Beleuchtungshomogenitat 
zu erzielen. 

e) DaB aufgrund der Losung die Divergenz der Strahlung so kleln wird, daB 
die Felder nah beieinander platziert vverden kpnnen. 

f) Dafl Fenster aus Metallen mit Dicken von 100 bis 200 nm eingesetzt 
. werden, die einerseits bis zu 50 % der gewunschten EUV Strahlung 

transmittleren, aber unerwOnschte VIS, UV, DUV oder VUV Strahlung 
um einen Faktor > 1000 unterdrucken. 

g) Ein oder mehrere Vlelschichtspiegel eingesetzt werden, die in einem 
schmalen spektralen Band im EUV reflektieren (bis zu 70 % ) aber 
Strahlung, die nicht in diesem Band liegt, nahezu vollstandig 

. absorbiersn. 
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4. Ausfuhrungsbeispiel: Teststand EUV-Belichtungsstation 

Dio Performance von Resists bei Belichtung m!t EUV Strahlung 1st ein 
entscheidender Faktor der EUV Technologic: Die hier beschriebene neue 
entwickelte Anlage, Im folgenden EUV-Belichtungsstation genannt, atellt eln 
System zum Charakterisieren von EUV-Photoresisits hinsichtlich der 
Empfindlichkeit und der Dosisabhangigkeit (Graukeilkurven) dar, 

4,1 Spezlflkatlonen 

- piese Betichtungsstation wurde fiir die ErfQIIung folgender Spezifikationen 
ausgelegt 

a) Auf dem 6 Zoll Wafer werden 20 Beiichtungsf elder mit unterschiedlicher 
Dosis der Jn-band" EUV-Strahlung bestrahlt. VIS, UV, VUV und 
R6ntgenetrahluhg werden weitgehend unterdruckt. • 

b) Die Uniformitat der Besflrahlung innerhalb eines Belichtungsfeldes ist 
mindestens +/- S % RMS. 

c) Die Probe befindet sich wahrend der Belichtung In einer Vakuumkannimer 
mit Hochvakuum yon mindestens 1 0' 5 ' mbar. 

d) Die Belichtung einer Probe mit einer mittleren Empfindlichkeit von 5 
mj/cm a erfolgt in weniger ais 3 Stunden (inklusfve Probenschleusung 
und Arifahren der Anlage). 

4r* 4.3 Beschrelbung der Fumctionselemente ' 

Im folgenden wind ein AusfQhrungsbeispiel, das die vorteilhaften 
Lfisungsschritte belnhaltet, beschrieben, Fiir EUV Strahlung ist der gesamte 
Strahlungsweg in Vakuumbeh&ltern auszufQhren, da bereits geringe 
Rtestgasmengen nahezu die gesamte Strahlung absorbleren konnen. 

Die von der plasmabaslerenden Quelle emittierte divergente Strahlung wird 
mittels einer Transmissionsfolie und einer Reflexion an #inem 
Multilayerspiegel so gefiltert, daS UV-, VUV-, Rontgen- und sichtbare 
Strahlung weitgehend unterdrQokt werden, und die Belichtung nur mit der 
Jn-band" EUV-Strahlung erfolgt Es wird ein moglichst grosser Raumwinkel 
• der Strahlung elngesammelt und auf die Probe umgelenkt. Vor der Probe 
. befindet sich eine Blende mit flachig angeordneten Feldem. Somit erfolgt die 
Belichtung alier Felder parallel, wobei individuelle Shutter die Variation in der 
Beiichtungszeit ermoglichen. Diese Lfisung gewahrleistet die schnellste 
Belichtung bel dem geringsten Aufwand. 
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Sklzze des Konzeptes der Belichtungsstatlon 



Probenechleuse 



i.EUy-Quelte 

ca. 300 mW EUV 
bzw.aomWlri2%bw . 

V 




Vakuunv 
trennung 
"Debris" 




Probartkammer 

EUV-Reslatx^y 
ca. S mJ/cm 2 



B. BsHchtungefeld 
b -blendan + 
7. Dosls-Mdnltore 



% 5. Feldshuner 



2. EUV-Rltar + 
VakuumverachluB 
Zirkonlum 



4. \7akuumverschluB 
der Probenkammar 



3. tn-Band Filter; 
ML-Raflakllon 



Abbildung: Konzept des Losungsvorschlages. 




Im folgenden warden einzelne Komponenten der Bejichtungsstation mit ; 
moglichen Variationen beschrieben. Die fur die realisierte Anlage 
ausgesuchte Losungen sind unter Punkt-Aufealung dargestellt. 

Die Komponenten der Belichtungsstation sind: 

a) EUV-Quellei. 

• Standard AiXUV EUV-Lampe 100 W eingesetz*. 

• Ausrichtung Strahlengang horizontal. 

b) Strahlrohr der EUV-Lampe mit Strahlrohrschieber, 

• VAT-Vehtil mit Zr-Fenster 2. auf dem Statzgitter, siehe welter unter c) . 

c) Dunnes Fenster 2. zwischen Quelle und Rest des Strahlengangs. Ein 
derartiges Fenster verhindert, dafl Verschmutzung aus der Quelle 
nachfolgende Elements verschmutzt. Wird .ein derartiges Fenster aus 
©iner dunnen Metallfolie (z.B» einer 150 nm dicke Zirkoniumfolie auf 
einem Stutzgitter) einjgesetzt, so kann unerwiinschte Strahlung von 
Siohtbarer Strahlung bis VUV-Strahlung unterdriickt werdeni Einen 
Shniichen Effekt bewirkt man, indem man den MultHayerspiegel mit einer 
dunhen Metallschicht beschichtet; Aufgrund der im Allgemeinen 
schragen Einfallswinkel 1st die Wlrkung aber geringer. , 
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- d) Eih oder mehrere Multilayerspiegel 3. zum Filtem der tn-Band Strahlurig. 
Dabei wird die Strahlurig urn einen beliehigen Winkel urngelenkt. 
Konstruktiv 1st efn Einfallswinkel von 45* auf dem Spiegel gOnstig. . 

• Ein Multliayerspiegel 3. zum Filtem der In-Band Strahlung bei 13,5 nm. 

• Einfallswinkef 45°, justierbar. » - - 

e) Ein Beleuchtungsfelder-Blendensystem 6., das die definlerte Belichtung 
mehrerer Felder ermogiicht, Oder ein ehteprechend grol3es offenes Feld 
zur Belichtung des Photoresists, in dem verschiedene Bereiche 

' unterschiedlloh bellchtet werden. Ein System bestehend aus einzeJnen , 
Blenden ist infcoweit vorteilhaft, daB es erlaubt definiert Bereiche mit 
unterschiedlioher .Dosis aufeufinden. 

• Ein Blendensystem 6. mft 20 Beleuchtungsfeldern von 5 mm im 
' Durchmesser. , 

- Geometrische Anordnung der Beleuchtungsfelder ist der 
Konstmktionsskizze zu entnehmen. 

• Jades Feld hat eine individual le Belfchtungszeit, siehe welter unter f); 

. 1) Ein oder mehrere mechanische Verschlusse 5., die es eriauben einzelhe 
. Felder oder Bereich uber Steuerungskontrolle zu verschlieBen. 

• Shutterauswahl: der parallele Schiebershutter (Zackenschieber) 5., siehe 
Konstruktionsskizze. Dies© Losung mit nur einer mechanischen 
Komponente ist konstruktiv und steuerungstechnisch sehr gunstig, 

g) Ein oder mehrere Beleuphtungsfeldmonitore 7., die sich rnoglichst nahe 
an dem zu beiichtenden Photolack befinden. Warden diese Monitor© 
nahe an der Probe aber hinter.den Funktionselementen „Fenster" und 
M Spiegel" angeordnet, so wird das System unempfindlich gegen die . 
Degradation dleser Komponenten. 

• 3 HAMAMATSU Photodiode (Schotlky Type). 

■ Die Dioden 7, werden nlcht von dem Shutter 5. geschlossen, liegen 
dennoch auch im Strahlengang der Quelle. Die geometrische Anordnung 
1st der Konstruktionsskizze zu entnehmen. * 

•« Die in jedem Puis von der EUV-Strahlung der Quelle In der Diode 

erzeugte Ladung wird mittels einer Integraforplatine aufgenommen. von 
• Puis zu Puis aufsummiert und solange gespeichert, bis SPS abfragt In 
\ der hier beschriebenen realisierten Anlage mit einer 50 Hz Quelle erfolgt 
die Abfrage nach jedem Puis. 

• Die Dioden vyurden kalibriert, was eine genaue Dosisbestimmung in 
jedem Puis ermogiicht. Die von den 3 Dioden gelieferten Signale werden 
gemittelt, was eine bessere Genauigkeit gewahrleistet 
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• ZusStziich 1st eine Vermessung jedes einzelnen Feldes durchgefQhrt 
worden, damit man den Zusammehbang der Dosis dieses Feldes mtt 
dem gemittelten Diodensignal kennt. 

• Nachdem die gewunschte Dosis eiries Feldes erreicht ist, wird der 
Shutter 5. gesteuert und geschlossen. 

h) Prbbenschleusung / Probenhalterung 

• Fur den Prototypen 1st hfindische ProbenschleuBung ausreichend. 

• Probe: 6 Zoll Wafer 650 \xcr\ dick 

• Ausrichtung der Prober horizontal. Probe wird oben eingelegt (die 
reflektierte Strahlung kommt von unteh auf den Wafer). 

Hinslchtlich der Vermeidung von'Kbntaminationen dOrfen nur bestimmte 
Materialien mit dem Wafer in Kontakt kommen. Dies wurde bei dem 
Materialienauswahl berticksichtigt - 
Mechanische Telle weisen geringen Abrieb auf; mogliche Abriebteilchen 
fallen nicht auf den WafeK 

i) Die Probenkammer wird auf einen Druck von 10" 8 mbar ausgelegt und 
wird von dor Entladungskammer durch ein Fenster getrennt, so dafl Jede 
Kontamination vermieden wird 

e) Die Probenkammer iat rnit einem eigenam Pumpsystem ausgerustet und 
kann mittels Vakuumverschiusses 4. von der Quelle und Spiegelkammer 
getrennt werden, Dies ermoglicht kurzere Pumpzeiten und Schutz des . 
empfindlichen optischen Systems (Spiegel, Folle) beim Waferhandling. 

• Die Probenkammer hat ein eigenes Pumpsystem und wird beim . ■ 
Waferhandling mittels Strahlrohrsohieber4. (Waferventii)Von der Quelle 
und Spiegelkammer getrennt. 
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1. Vorrichtung zur Teatbeliohtuog von mit photos mpfind Men Lac ken 
beschlchteten Objekten. insbesondere ypn EUV Resists. bMjahend I aus 
einer Laborquelle fQf EUV-Strahlung, einem F Iter w ^'^""9 • 
unerwGnschter spektraler Bestandteile (z.B. VIS, UV, DUV, VUV , einem 
einzigen oder mehrerer Spiegel. Insbesondere Vielschichtsplegel zur 
spektralen Filterung des „in-band". EUV Bereiches einem VerachlUM. 
det es erlaubt einzelne Bereiche auf dem zu belichtenden Objekt 
manuell oder durch elne Steuerung individuell zu vers^lleBen und . 
mlndestens einem Monitor-Detektor (M), der den Strahlungsfluss hinter 
dem/den Filter/n und Spiegel/n wahrend der Beltchtung erfasst (vgl 
Figuren 3,4) . 

2 Vorrichtung nach Anspruoh 1 , dadurch gekennzeichnet, dass sich vor 
dem zu untersuchenden Objekt ein flachig angeordnetes Blepdensystem 
mtt mindestens einer Offnung. vorzugsweise jedoch mehreren • 
Offnungen befindet, wobel jede Offnung aut dem Objekt ein Feld aut 
dem zu bestrahlenden Objekt deflniert (vgl. Figur 3). 

3 Vorrichtung nach Anspruch 1 Oder 2. dadurch gekennzeichnet, dass sich 
der zu untersuchende Photolack auf einem Wafer, insbesondere 
Silizlumwafer, befindet und die Anlage elne Vorrichtung zur Halterung 
des Wafers besitzt 

4 • Vorrichtung und Verfahren nach einem der AnsprQche 1-3, dadurch ' 

gekennzeichnet, dass es sich bei der Laborquelle urn ein thermisch 
emittlerendes Plasma handelt. 
5. Vorrichtung und Verfahren nach einem der AnsprQche 1-3, dadurch: 
gekennzeichnet, dass es sich bei der Laborquelle urn eine mit einem 
Elektronenstrahl erzeugte Strahlungsqiielle handelt. 

6 Vorrichtung und Verfahren nach Anspruch einem der AnsprQche 1-3, 
dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei der Laborquelle urn ein 
lasererzeugtes Plasma handelt 

7 Vorrichtung und Verfahren nach Anspruch einem der AnsprQche 1-3, 
dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei der Laborquelle urn ein 
entladungserzeugtes Plasma handelt. 

8 Vorrichtung und Verfahren nach einem der AnsprQche 1 bis 7, dadurch 
gekennzeichnet, dass als Filter zur UnterdrGckung von unerwQnschter 
sichtbarer bis VUV Strahlung elne dunne Folie lm Strahlengang 

eingebracht wird. 
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9. Vorrichtung und Verfahren nach,einem der Anspruche 1 bis 8, dadurch 
gekennzeichnet, dass rriindestens ein Spiegel als Planspiegel ausgefuhrt 

1st . • ( 

10. Vorrichtung und Verfahren naoh elnem der AnsprOche 1 bis 9, dadurch 
gekennzeichnet; dass mindestens ein Spiegel als gekrQmmter Spiegel 
ausgefuhrt 1st. 

1 1 . Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 -1 0, dadurch gekennzeichnet, 
dass sich Jeder Monitordetektor in einem Abstarid vonri zu belichtenden 
Objekt befindet, der kleiner ist als die Halfte des.Abstandes zwlschen der 
Laborquelle uhd dem zu belichtenden Obj'ekt ' 

12. Vorrichtung und Verfahren nach elnem der Anspruche 1 -1 1 dadurch 
. gekennzeichnet, dass jede Gffhung des Blendensystem individuell 

verechlieBbar ist. 

13. Vorrichtung nach einem der AnsprQche 1-12, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Beltchtungsf elder so angeordnet sind t dass sie mit einem 
..Zackenschieber? mit nur einer Linearverschlebung individuell 
verschlossen warden. 

14. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1-13, insbesondere nach 
Anspruch 1 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Offnungen des 
Blendensystems mit mindestens einem Schieber individuell verschlossen 
warden. 

15. Vorrichtung, nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Schieber eihe Kontur aufweist, die ein aufeinanderfolgendes Offnen bzw. 
VerschlieBen der Blendoffnungen ermoglicht. 

16. Vorrichtung nach Anspruch 15. dadurch gekennzeichnet, das^ der 
Schieber <S) sine treppenfdrmlge Kontur (K) aufweist, die ein 
zellenweises Offnen bzwi VerschlieBen der in Reihen angeordneten 
Blendoffnungen (B) erm6glfcht (vgl. Konstruktionsskizze 
"Blendensystem mit dem Shutter). > 

17. Verfahren zum Betrieb einer Vorrichtung nach einem der AnsprQche 1- 
1 6 dadurch gekennzeichnet, dass jeder Bereich, insbesondere ]edes 
Feld; auf dem zu bestrahlenden Objekt genau dann versdhlossen wird. 
(d.h. der Strahlengang auf diesen Bereich wird ausgeblendet), wenn mit 
dem oder den Monitordetektor/en festgestellt wird, dass die 
Belichtungsdosis in dem Bereich, insbesondere Feld, einem'SolIwert 

« entspricht . 

18. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Sollwerte von einer Steuerung vorgegeben werden.' 

19. Verfahren nach Anspruche 17, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Sollwerte vom Bedlener elngegeben werden> 
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20. Verfahren nach Anspruch 17 oder 1*8, dadurph gekennzeichnet, dass die 
Sollwerte yon der Steuerung aufgrund elner Eingabe von Parametem 
vorgegeben warden. ' 

21 . Verfahren nach Anspruch 20 f dadurch gekennzeichnet, dass die 
Belichtung einzelner Bereiche, insbesondere Felder, uber die Eingabe 
von Parametem bestimmt wind, wobel die Anzahl der Parameter 
vorzugsweise geringer als die Anzahl der zu bestrahlenden Bereiche, 

. insbesondere Felder ist, und die Parameter zur Charakterisierung einer 
typischen Dosis, der Variationsbreite und zur Bestlmmung des 
Doslsverlaufs dienen (die Anzahl der Parameter ist vorzugsweise 
geringer als ein Drittel der Anzahl der zu bestrahlenden Bereiche) 

22. Verfahren nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet. dass die . 
Variationsbreite den Bereich zwlschen dem h6chsten und niedrigsten 

' Wert fur die Dosis und der Dosisverlauf die Anderung der Dosis 
zwischen zwel n^cheinander geschlossenen Bereichen, insbesondere 
Feldern, definiert (Die Zusammenhange slnd in der beigefQgten Figuren 
1 und 2 fQr unterschiedliche Dosisverlaufe graf isch veranscKaulicht.) 
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